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S1.
Asagidaki ifadelerin dogru ya da yanhs olduklarini yandaki parantez icinde D ya da Y seklinde belirtiniz. (25)
a. FET akim kontrolli aktif bir devre elemanidir. (
b. FET in giris direnci BJT ye gére daha yuksektir. (
c. FET in gerilim kazanci BJT ye gbére daha yuksektir. (
d. JFET gerilim kontrolli bir direng olarak kullanilabilir. (
e. CMOS lojik kapilar, TTL ye gore daha dusik glc harcarlar (
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S2.
Yandaki devrede Q calisma noktasi i¢in Ipss=10 mA,Vp=-8V,Vpp =16
V, Vs = 2 Ve yqs = 40 pSolarak verilmgtir. Devrenin gerilim kazanci
A, = -3.48, giris direnci Z; = 1MQ, ¢ikis direnci Z, = 1.85 kQ olarak
verildigine gore asagidaki deg@erleri bulunuz;

a. Veso (5)
b. Ipo (5)
c. Iqg (5)
d. Gm (5)
e. Rg (5)
f. Rp (5)
g. Vp ()
h. Vg ve Vg (5)
S3. ea
a. Kag tir giic kuvvetlendiricisi vardir? Yaziniz. (10) Mz Na
4 R F
V,=V,
b. Sekildeki A sinifi kuvvetlendiricisinde transformatértin kullanilmasinin nedenlerini vi—)
aciklayiniz. (10) ¢
S4.
a. Yandaki devrede tranzistorlerin ideal
oldugunu varsayarak devrenin nasil A B Ta | T | Tx X
¢alistigini yandaki tabloyu doldurarak
aciklayiniz. (10)
0 | Vec | On off | off | Vcc
b. Bu devre ne is yapar? (5)
Basarilar...

Hatirlatma: Vs )2 _ - 2lpss _b
Av = _gm ('::1 ”RD) |D=|Dss(1'vi:] Yos =1/ rd gm ‘Vp‘ |:1 Vp




CEVAPLAR

C1.
Asagidaki ifadelerin dogru ya da yanhs olduklarini yandaki parantez icinde D ya da Y seklinde belirtiniz. (25)
a. FET akim kontrolli aktif bir devre elemanidir. (Y)
b. FET in giris direnci BJT ye gére daha yuksektir. (D)
c. FET in gerilim kazanci BJT ye gbére daha yuksektir. Y)
d. JFET gerilim kontrolli bir direng alarak kullanilabilir. (D)
e. CMOS lojik kapilar, TTL ye gore daha dusuk gic harcarlar (D)
C2.
a Vg, = Ve =2V
Ve ) 2v Y
b. 1y =I D$(1—%j :10mA(1——VJ =10mA(1- 025)* =10mA(075)° = 5625mA
. -
6
c. T, _ Lo 1 _10 100040 o050 =25k0
Y. 40uS 40S 40S
d. g =2os [1—\Ej - 2x10mA [1— ~2 Vj = 25x 075= 1875mS ~ yada
[VP| Ve |_q -8V
O, = —i = —ﬂ =188x10° S=188mS
Z, 185x10°
e. R, =Z =1MQ
r,xR
Zo= I:1”RD - Zo=u - Zo(rd-'-RD)zrdRD - r.dzozRD(rd_Zo)_’
f ry +Ry
' r.Z X
R, = 0o _ 25kQ x 185kQ 02 kO
(r,-z,) (25kQ-185kQ)
.V =V, —lp XR, =16V - 5625mAx2kQ =16- 1125= 475V
h. Vg =Vg =2V V=0V
C3.
a. A sinifi, B sinifi, AB sinifi, C sinifi ve D sinifi gu¢ kuvvetlendiricileri.
b. Transformatdr, yuk ile tranzistor devresinin ¢ikisi arasinda empedans uyumu ile birlikte devre ile yik arasinda
elektriksel izolasyonu saglar.
CAa.

a. Avel/veya B ‘0’ a baglandiginda T, velveya Tg
iletimde, Tx kesimde olur. Bu durumda X ¢ikig!
Vcc olur.

A ve B V¢’ ye baglandiginda T, ve Tg kesimde,
Ty iletimde olur. Bu durumda X ¢ikisi ‘0’ olur.

b. Bu bir NAND kapisidir.
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